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１．概要（Summary） 

アモルファス(a-)FeSiB薄膜は飽和磁歪定数が大きく，

ひずみセンサなどへの応用が期待され，盛んに研究され

ている．本研究では，a-FeSiB 薄膜と磁気抵抗効果を示

すグラニュラー薄膜で構成されるひずみセンサの開発を

試みている．昨年度までに微細加工プラットフォームの協

力を得て，ひずみセンサを試作・評価を行った．その結果，

本研究で提案しているひずみセンサは 10-5 程度のひず

みを検出可能であること，ゲージ率（抵抗変化率／ひず

み）は約 30 であり，一般的な金属ひずみゲージ（ゲージ

率約 2）より高感度であることがわかっている．しかし，素

子作製の歩留まりが非常に悪く，十分な再現性を得られ

るまでに至っていない． 

再現性を得るためにリフトオフの条件など素子の製作

工程を見直す必要があり，今回の申請により再度素子パ

ターンを作成した．現在，新しいリフトオフの条件を探って

いる状況である． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置（ナノシステムソリューションズ製 

DL-1000） 

【実験方法】 

マスクレス露光装置を用いてパターンを作製した後，パ

ターン上に電極となる FeSiBNb を dc マグネトロンスパッ

タ法を用いて成膜した．作成したセンサーパターンの光

学写真を Fig. 1に示す．今回はすべてギャップ長を 3µm

で統一している．リフトオフの手順は以下のとおりである． 

リムーバー(MICROPOSIT(TM)Remover1165)を入

れたビーカーの中に軟磁性薄膜を成膜した基板を置き，

ホットプレート(ASONE DIGITALHOTPLATE) で 4 

時間温める．リムーバーの温度は 50 ℃から 80 °C で変

化させた． また，1 時間に 1度 1分間リムーバーを手動

で撹拌した．4 時間経過後，1 分間超音波洗浄を行った．

その後，基板をアルコールで洗浄した．  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

現在，リフトオフ条件を変化させた素子を準備している

状況である．実験とは別にシミュレーションによりひずみセ

ンサの特性を評価しているが，ギャップを狭くすることでゲ

ージ率が大きくなることがわかった．今後，歩留まりの改善

および挟ギャップ化によるゲージ率の増加を目標に研究

を継続する予定である． 
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Fig. 1 Photograph of sensor patterns. 


